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ABSTRACT

伴隨著電子元件功能化的需求，電子產品朝向高集積密度、小型化的趨勢，如何製作低電阻率，高透光率，微細加工性良

好，低缺陷及大面積化的ITO膜，為目前研究ITO薄膜的趨勢。目前使用ITO透明導電薄膜當電極的產品很多，如何有效

地降低電阻率、降低電極的蝕刻難度都是現在刻不容緩的話題。 為了LED或其他光電元件操作時的效率及可靠性，使用一

可與GaN形成歐姆接觸(ohmic contact)的電極是相當必要的，因為元件行為，如操作電壓，強烈的受到其接觸電阻的影響，

特別是對高功率元件 本研究利用直流磁控濺鍍法，分別於康寧玻璃Code 1737F上鍍上ITO透明導電薄膜及在欲鍍ITO透明

導電薄膜之玻璃上先鍍上FeO。探討製程參數對ITO薄膜性質之影響，及FeO中介層的厚度與結晶性對ITO結構、電性及

可見光穿透率之影響。選擇最佳ITO鍍膜條件，探討ITO/GaN與ITO/FeO/GaN歐姆接觸電阻值的影響。
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